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서론

1 9 8 3년 I B M에서 시작된반도체평탄화기술( C M P :

Chemical Mechanical Planarization) 공정은연마입자

와 화학적 첨가제가 함유된 Slurry 용액을 사용하여

D e v i c e가 형성된W a f e r에 화학적, 기계적으로 평탄화

공정을수행하며, 후속배선공정등을용이하게하는공

정이다.

CMP 공정에는 장비와 공정에 필수적인 소모품

(Slurry, Pad, Conditioning disc 등)이사용되며, CMP

공정특성은이들장치의성능에아주큰영향을받고있

다. CMP 공정의 주요 장비를 크게 나누면 C M P

polisher, post CMP cleaner로나눌수있으며, 주변장치

로는크게Slurry 교반장치와Endpoint Detetction 장치

로 분류되며, 또한 CMP 공정은 단순히공정 장비로만

진행되는것이아니라, 원하는공정단계및재료등에따

라 각각다른 종류의 S l u r r y와 P a d를 필요로하는반도

체제조공정이다.

S l u r r y를 크게 분류하면, 소자 분리를 위한 산화막

S l u r r y와 배선 형성을 위한 메탈 S l u r r y로 구분되며,

P a d의 경우다양한 구성물질재료와가공방식 등에의

해분류가되어원하는목적에맞게사용된다.

CMP 장비, Pad, Slurry의개발은각국, 여러기업에서

각자의독특한기술개발로이루어지고 있고, 따라서핵

심모듈, 장치및소모품개발에있어서특허분쟁및국가

적인연구개발방향구축에대비하여특허조사가반드시

필요하다. 

하지만아직까지 CMP 공정에대한 명확한특허조사

자료가알려져있지않은실정이며, 이에본과제를통해

CMP 기술에대한특허맵, 상호간의특허분석등을통해

객관적이며, 정성적, 정량적인특허분석을 제시함으로

써향후발생할수있는특허분쟁에대비하고자함이다.

분석범위에 대해서는 사용된 특허 데이터베이스는

W I P S를이용하였고, 분석된데이터의대상기간은특허

출원일기준으로 1 9 8 6년 1월 1일에서 2 0 0 6년 4월3 0

일까지출원된특허데이터를대상으로하고있으며, 분

석대상국가로는한국, 미국, 일본, 유럽의특허청에출원

된특허들을대상으로하고있다.

CMP 분야의기술체계는 장비와공정에필수적인 소

모품S l u r r y와Pad 3가지를가장큰테마로놓고분류체

계를작성하였으며, CMP 공정의주요장비를크게나누

면 CMP polisher, post CMP cleaner로나눌수 있으며,

주변장치로는 크게 Slurry 교반 장치와 e n d p o i n t

detetction 장치로분류되며, 또한 CMP 공정은 단순히

공정장비로만진행되는것이아니라, 원하는공정에대

해각각다른종류의 S l u r r y와 P a d로도진행된다.

반도체 평탄화 기술
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제공 정보활용지원팀

과제명 대분류 중분류 소분류

Polisher Head design

CMP Polisher
Polisher Head 및 Platen 회전 구동방식

ECMP polisher 전기적/기계적 구성

장비 Pad Conditioner Disk 재료 및 적용 방식/형상 및 분포도

Post CMP Cleaner Post CMP Cleaner

주변장치
End point detection 방식

Slurry 교반장치 및 공급장치

Pad 재료 및 구성물질

Pad 재료 및 특성 Pad 재료 합성 및 제어기술

Pad 재료물질의 기계적 및 화학적 물성

C M P P a d Groove 가공법 및 Groove Shape Design

Pad 표면 가공방식
Pad Pore 제어 기술

Pad 제조 공정 기술

Pad 내 Abrasive Particle 함유 방식/ECMP Pad

산화막 CMP Slurry
Abrasive Particle 종류, 입자 합성 및 분산기술

(STI 포함)
Impurity 및 Abrasive Particle Filteration

연마입자 분산제 및 pH 제어 첨가제

S l u r r y Abrasive Particle의 합성 및 Slurry 내 분산기술

Metal CMP Slurry Metal CMP를 위한 Chemical 첨가제 활용기술

(W, Al, Cu, Ru) E C M P용 Electrolyte 첨가제

Impurity 및 Abrasive Particle Filteration

<표-1> 기술분류 체계도
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